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N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor BF246, BF247

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik

Silect-Gehéuse TO-92 — BF246

Auch lieferbar in TO-18-AnschluBfolge — BF 247

Fir Anwendungen in Vorverstarkern und Mischstufen im UKW- und VHF-Bereich
bis 400 MHz

In Gate-Schaltung fir Breitbandverstérker-Anwendungen mit niedrigem Ein-
gangswiderstand und geringer Riickwirkung

Fiir allgemeine Anwendungen als NF- oder Gleichspannungsverstarker, in Regel-
schaltungen und Choppern mit hohen Eingangswiderstianden und niedrigem
Rauschen

Mechanische Daten
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1 = Drain, 2 — Source. 3 — Gate
Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-Spannung 25V
Drain-Source-Spannung 425V
Gate-Strom in DurchlaGrichtung 10 maA
Maximale Verlustleistung bel Ty = 25 °C (Bem. 1) 260 mwW
Lagerungstemperatur —55 °C bis +150°C

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 150 °C mit 2,0 mW/°C.
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min typ max Einh,
—Ugsgs Gate-Source-Sperrspannung =—Ig=1pA, Ups=0 25 A
—lGss Gate-Reststrom —Ugg=15Y, Ups=0V 5 na
lDas Drainstrom Ups=15Y¥, —Ugs=0V (Bem.2) 10 300 mA
—Uas Gate-Source-Spannung Ups =15V, Ip= 200pA 0,5 140 W
—Ugs Pinch-Off-Spannung Ups=15Y, Ip=10nA 0,6 145 W
lyns|  Vorwhrtssteilheit Ups =15V, =Ugs=0V, f=1kHz 8 e ms
—Ci33 Rickwirkungskapazitit Upg =15V, Ip=10mA, f=1MHz 35 pF
Cus Eingangskapazitit Ups =15V, Ip = 10mA, =1 MHz 15 pF
Caes Ausgangskapazitat Ups =15V, Ip=10mA, f=1MHz 45 pF

Auf Anforderung kBnnen folgende Inss/Ugs-Gruppen geliefert werden:

Gruppe Ipss bel Upg = 15V, Ups = 0 ¥V (Bem.2) Ugs bel Ups =15V, Ip = 200 pA
A 30— B0 mA 15— 40V

B E0—140 maA, 3n—7J0V

c 110—250 mA 55120V

Bamerkung:

2. Gemessen mit Pulstechnik, Pulsweite < 300 us, Tastverhilinis << 29,
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Typische Kennlinienverliufe
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Eingangsleitwert y115
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Y-Parameter in Source-Schaltung BF 246
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Eingangsleitwert yi10
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Y-Parameter in Gate-Schaltung BF 246
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Richwirkungs- und Ausgangskapazitét

Cazs, Cias = f (Unps) Ugs = —=25V;f=1MHz

Coog . Crpg = flUps)
Ugg== 2.5V

\ Ca2s f = IMHz
\EIZ:

Co2sC12s

B W s o @ w3 @ N
/—
i

=]

b 8 2 B 20 24 28 32V

Upg ——*

Rauschfaktor in Gate-Schaltung
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